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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月10日(2009.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、
前記基板上に形成されているゲート線と、
前記基板上に形成されているゲート絶縁膜と、
前記基板上に形成されている半導体層と、
前記半導体層上に形成されており、ソース電極を含むデータ線と、
前記半導体層上に形成されており、前記ソース電極と対向しているドレイン電極と、
前記ドレイン電極と接続されている画素電極とを含み、
前記データ線は、アルミニウム（Ａｌ）を含む導電層、並びに前記アルミニウム（Ａｌ）
を含む導電層の下部及び上部のうちの少なくとも一つに形成されているモリブデン（Ｍｏ
）を含む導電層を含み、
前記半導体層は、前記データ線及び前記ドレイン電極と平面形状が実質的に同一な第１部
分、及び前記データ線及び前記ドレイン電極で覆われず、前記ソース電極と前記ドレイン
電極との間に位置する第２部分を含み、
前記第２部分は、３乃至２０ａｔ％の塩素原子（Ｃｌ）を含むことを特徴とする薄膜トラ
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ンジスタ表示板。
【請求項２】
前記モリブデン（Ｍｏ）を含む導電層は、モリブデン（Ｍｏ）、窒化モリブデン（ＭｏＮ
）、モリブデン－ニオビウム（ＭｏＮｂ）、モリブデン－バナジウム（ＭｏＶ）、モリブ
デン－チタニウム（ＭｏＴｉ）、モリブデン－タングステン（ＭｏＷ）から選択されるい
ずれか一つであることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項３】
前記アルミニウム（Ａｌ）を含む導電層は、アルミニウム－ネオジム（ＡｌＮｄ）である
ことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項４】
前記データ線は、モリブデン（Ｍｏ）を含む第１導電層、アルミニウム（Ａｌ）を含む第
２導電層、及びモリブデン（Ｍｏ）を含む第３導電層を含むことを特徴とする請求項１に
記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
前記ゲート線は、アルミニウム（Ａｌ）を含む導電層、及びモリブデン（Ｍｏ）を含む導
電層を含むことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項６】
前記アルミニウム（Ａｌ）を含む導電層は、アルミニウム－ネオジム（ＡｌＮｄ）である
ことを特徴とする請求項５に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項７】
基板上にゲート線を形成し、
前記ゲート線上にゲート絶縁膜、半導体層、及びオーミックコンタクト層を形成し、
前記オーミックコンタクト層上にモリブデン（Ｍｏ）を含む第１導電層、アルミニウム（
Ａｌ）を含む第２導電層、及びモリブデン（Ｍｏ）を含む第３導電層を形成し、
前記第３導電層上に第１感光膜パターンを形成し、
前記第１感光膜パターンをエッチングマスクとして用い、前記第１導電層、前記第２導電
層、前記第３導電層、前記オーミックコンタクト層、及び前記半導体層をエッチングし、
前記第１感光膜パターンを所定の厚さだけ除去して、第２感光膜パターンを形成し、
前記第２感光膜パターンをエッチングマスクとして用い、前記第１導電層、前記第２導電
層、及び前記第３導電層をエッチングし、前記オーミックコンタクト層の一部を露出し、
前記露出したオーミックコンタクト層を塩素（Ｃｌ）系ガス及びフッ素（Ｆ）系ガスでエ
ッチングすることを含むことを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項８】
前記塩素系ガスは、Ｃｌ２、ＨＣｌ、ＣＣｌ４、ＢＣｌ３、及びＳｉＣｌ２Ｈ２から選択
される少なくともいずれか一つであることを特徴とする請求項７に記載の薄膜トランジス
タ表示板の製造方法。
【請求項９】
前記フッ素系ガスは、ＳＦ６またはＣＦ４であることを特徴とする請求項７に記載の薄膜
トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１０】
前記露出したオーミックコンタクト層をエッチングすることは、１００乃至８００ｍＴの
圧力下で行うことを特徴とする請求項７に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
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